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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月12日(2015.2.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周波数１．６Ｈｚで測定した２５℃における貯蔵弾性率Ｇ’Ａ（２５）が、１×１０７

Ｐａ以上である熱可塑性樹脂Ａを含有する吸収層を含む表面保護フィルムであって、
　前記熱可塑性樹脂Ａは、周波数１．６Ｈｚで測定した貯蔵弾性率Ｇ’Ａが極小となる極
小温度（ＴＡ）を有し、
　前記極小温度（ＴＡ）、前記熱可塑性樹脂Ａのガラス転移温度（Ｔｇ）、及び前記熱可
塑性樹脂Ａの溶融温度（Ｔｍ）が、下記式を満たす、表面保護フィルム。
　　　Ｔｇ　≦　ＴＡ　＜　Ｔｍ
【請求項２】
　周波数１．６Ｈｚで測定した前記極小温度（ＴＡ）における前記熱可塑性樹脂Ａの貯蔵
弾性率Ｇ’Ａ（ＴＡ）が、８×１０６Ｐａ以下である、請求項１に記載の表面保護フィル
ム。
【請求項３】
　前記熱可塑性樹脂Ａが、４－メチル－１－ペンテンに由来する構成単位を７０～９０モ
ル％、炭素原子数２または３のα―オレフィンに由来する構成単位を１０～３０モル％、
４－メチル－１－ペンテンを除く炭素数４～２０のα－オレフィンに由来する構成単位を
０～１０モル％含む共重合体である、請求項１または２に記載の表面保護フィルム。
【請求項４】
　前記熱可塑性樹脂Ａが、４－メチル－１－ペンテンに由来する構成単位を７５～８７モ
ル％含む、請求項３に記載の表面保護フィルム。
【請求項５】
　半導体基板の研削時に、半導体基板の回路形成面を保護する表面保護フィルムであり、
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　周波数１．６Ｈｚで測定した２５℃における貯蔵弾性率Ｇ’Ｂ（２５）が、５×１０７

Ｐａ以上である基材層をさらに含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の表面保護フィ
ルム。
【請求項６】
　前記吸収層の前記基材層形成面とは反対側の面に形成された粘着層を含む、請求項５に
記載の表面保護フィルム。
【請求項７】
　前記吸収層と前記粘着層との間に、周波数１．６Ｈｚで測定した２５℃における貯蔵弾
性率Ｇ’Ｃ（２５）が８×１０６Ｐａ以下である層を含む、請求項６に記載の表面保護フ
ィルム。
【請求項８】
　一方の面のみに回路が形成された半導体基板を準備する準備工程と、
　前記半導体基板の回路形成面に、請求項６または７に記載の表面保護フィルムの前記粘
着層を貼着する貼着工程と、
　前記半導体基板の回路非形成面を研削する研削工程と、
　前記表面保護フィルムを、前記半導体基板の前記回路形成面から剥離する剥離工程と
を含む、半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記研削工程中に、前記半導体基板の温度が、前記吸収層の極小温度（ＴＡ）を超える
、請求項８に記載の半導体装置の製造方法。
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